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非易失性静态随机存取存储器（NVSRAM）实时时钟（RTC）的设计指南和最佳实践 

作者： Shivendra Singh 

  相关器件系列：CY14xxxxx （nvSRAM RTC） 

相关应用笔记：AN53313 

要想获得本应用笔记的最新版本或相关项目文件，请访问 http://www.cypress.com/go/AN61546。 
  

AN61546 介绍了 nvSRAM RTC 设计的实时时钟（RTC）功能、组件选择标准以及布局设计中的最佳实践等内容。 本应用

笔记中的设计指南和最佳实践有助于对系统中具有 RTC 功能的 nvSRAM 进行设计，并能够最小化通常由布局设计及组件选

择不合理造成的时序错误。 
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1 简介 

nvSRAM RTC 集成了标准实时时钟功能和非易失性 SRAM 功能。服务器、安全监控系统、工业控制器、数据记录器以

及单板计算机等各种应用仅是要求使用 RTC 功能才能可靠准确地操作系统的少数几个例子。集成 RTC 功能的

nvSRAM 带来了多种优势，如无限写入 nvSRAM 中的 SRAM、断电时自动保存数据，以及允许系统将关键信息连续写

入到具有时间戳的非易失性存储器。 

RTC 模块通过使用频率为 32.768 kHz 的晶振生成了具有计时功能的参考时钟。无论处于活跃模式还是断电模式，该模

块都会保存系统的时序信息。要想使 RTC 模块在断电模式下仍保持活动状态，需要用到备用电源，这样可以在 VCC 电

源处于 OFF（关闭）状态时，时钟振荡器仍能正常运行。 

RTC 时钟的精度主要取决于所使用的组件、布局设计、组件放置以及工作温度的准确度。通过使能片上时钟校准选项，

可以提高时钟精度。本应用笔记中的 RTC 时钟校准一节简要说明了 RTC 时钟校准操作。 

本应用笔记介绍了有关晶振操作、nvSRAM RTC 组件选择标准以及布局设计指导等内容。 
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2 晶振基础知识 

晶振是由石英材料制成的，包含二氧化硅，并具有压电特性。在石英晶体的表面上施加压力时，石英会产生电位。相反，

当在石英晶体的表面上有电位时，也会产生机械变形或震荡。这些震荡的频率由以下因素决定： 

 石英晶体的外形尺寸  

 与石英晶体轴相对的晶振切口大小  

 工作温度  

 振荡电路 

自然震荡频率比较稳定。此外，谐振的品质因素（Q 值）较高，介于数万到数十万的范围内。 

晶体有几个基本特性对震荡电路设计起着重要作用。图 1 显示了典型的晶体符号，图 2 显示了其等效电路。该电路由

一系列组件构成，包括动态电感 L1、动态电阻 R1和动态电容 C1。并行组件 C0是晶振的并联电容。 

等效串联电阻（ESR），又被称为动态电阻，是指在谐振频率下消除晶振电抗部分时的晶振阻抗。ESR 和 Q 是成反比

关系。 ESR 越低，晶振消耗的能量越少。具有高 ESR 的晶振需要更多的能量才能运行，并且启动时间会更长。 

图 1. 晶振符号 

 

图 2. 晶振等效电路 
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3 晶振谐振频率 

图 3 显示的是晶振的电抗频率特性图。晶振具有两个谐振频率，即为串联谐振和并联谐振。 

图 3. 晶振谐振频率 
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当晶振在串联谐振模式下工作时，它是纯电阻电路，并感抗 L1等于容抗 C1。由于这些阻抗的相位相差 180°，所以他们

相互抵消，R1便成为晶振终端之间的阻抗。 

串联谐振频率（fs）是由公式 1 计算得到的。 

公式 1  𝑓𝑠 =
1

2𝜋√𝐿1C1
 

当发生串联谐振时，反应阻抗的影响极小，该电路是具有最小等效阻抗的电阻电路，因此消耗的电流也是最大的。 

当晶振在并联谐振模式下工作时，电感器 L1 会影响晶振端子之间的总电容。这也被称为反谐振频率，并可以通过下面

的公式 2 来确定。 

公式 2  𝑓𝑎 =
1

2𝜋√𝐿1 
𝐶1 (𝐶0+𝐶𝐿)

𝐶1+(𝐶0+𝐶𝐿)

 

该公式结合了 C0和 CL的并联电容，其中 CL是晶振制造商指定的负载电容，如图 5 所示。 

当晶振以反谐振频率工作时，它的阻抗最大，并且电流最低。大多情况下，晶振的设计谐振频率为 fs < f < fa，并且 fs

和 fa 间的频率范围被称为“常见并联谐振区”或“并联谐振”。 

3.1 等效串联电阻  

ESR 是晶振以串联谐振频率（fs）工作时呈现的电阻。它不一定是图 2 中显示的 R1值。可以使用下面的公式 3 来计算

振荡器电路中的 ESR。 

公式 3  𝐸𝑆𝑅, 𝑅𝑆 = 𝑅1 (1 +
𝐶0

𝐶𝐿
)

2
 

通常，将石英晶振调整到所指定的谐振频率时，需要监控该值。有时将 RS 指定为最大电阻，并用于确定振荡器的驱动

电平（如驱动电平一节中所述）。 

3.2 晶振品质因素  

由于晶体的压电效应，所以，当施加电场时，将会发生位移。当晶振变形时，会产生相反的效应，并且晶振电极上会产

生电能。从晶振电极的角度来看，机械谐振晶振作为电谐振电路。因此，晶振的行为类似于调谐电路，并且可以存储能

量。通过定制晶振的品质因素（Q），您可以量化存储的能量。可以通过公式 4 确定晶振的 Q 值。 

http://www.cypress.com/
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公式 4  𝑄 =
𝜔𝐿1

𝑅1
=

1

ω𝐶1𝑅1
 

其中： 

𝜔𝐿1 = 电感产生的阻抗（L1） 

1/𝜔𝐶1 = 电感在晶振的工作频率下所产生的阻抗（C1） 

3.3 驱动电平 

驱动电平是指晶振的功耗。晶振规范文档定义了晶振可以承受的最大驱动电平。过度驱动晶振可能会使其过度老化、频

移发生或石英断裂，并最终导致失败。设计者应确保电势差不能超过晶振的最大额定驱动电平。再次，需要保持必要的

最小驱动电平，以使振荡器能够启动并稳定操作。  

通过公式 5，可以计算晶振的功耗。 

公式 5  𝑃 = 2𝑅1[ π f (𝐶0  +  𝐶𝐿)𝑉𝑅𝑀𝑆]² 

其中： 

VRMS = 经过晶体的电压均方根值（RMS） 

f = 晶体振动的额定频率 

大多数 RTC 晶振的最大功耗为 1 μW。 

http://www.cypress.com/
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4 nvSRAM RTC 时钟振荡器电路 

nvSRAM RTC 中使用的振荡器是基于 CMOS 反相器的 Pierce 型振荡器，如图 4 中所示。反相器作为 AB 类放大器使

用，并提供大约 180°的相移，使输入转为输出；由晶振、CINT1和 CINT2组成的 π 网络则提供其他 180°的相移，使输出

转为输入。因此，循环的总相移为 360°。这样就可以满足维持震荡的其中一个条件。维持振荡的其他条件要求闭环增

益必须大于 1。反相器周围的电阻 RF 提供了负向反馈，并设置了靠近中间供电电压的反相器偏置点，所以会在高增益

线性区域中运行反相器。RF电阻值较高，通常为几个兆欧。  

图 4. Pierce 型振荡器 
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Pierce 型振荡器使用了一个在并行模式下工作的晶振。晶振的额定频率是在特定负载条件下得到定义的。要想使晶振

以所指定的频率工作，应用电路板的设计要满足 PCB 上晶振焊盘（XIN 和 XOUT）的负载电容等于所指定的晶振负载。 

4.1 负载电容 

负载电容（CL）是指震荡电路在晶振引脚上测量到的电容性负载。图 5 描述了在无晶振情况下在 XIN 和 XOUT 引脚上测

量到的电容 CL。CINT1、CINT2和电路中的所有寄生电容均被组合起来，构成总负载电容。  

图 5. 振荡器负载电容 
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可通过公式 6 确定 XIN引脚上的等效负载电容 CEQ2。 

公式6 CEQ2 = CINT2 + CTRACE2 + CEXT2 

同样，可通过公式 7 定义 XOUT引脚上的等效负载电容 CEQ1。 

公式7 CEQ1 = CINT1 + CTRACE1 + CEXT1 

总负载电容（CL）可通过公式 8 计算。 

http://www.cypress.com/
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公式 8  𝐶𝐿 =
𝐶𝐸𝑄1𝐶𝐸𝑄2

𝐶𝐸𝑄1+𝐶𝐸𝑄2
+ 𝐶𝑃𝐴𝑅𝐴𝑆𝐼𝑇𝐼𝐶  

其中： 

CINT1 = XOUT引脚上的输入电容  

CINT2 = XIN引脚上的输入电容 

CTRACE1 = 连接到 XOUT引脚、晶振和电容器 CEXT2的走线的电容值 

CTRACE2 = 连接到 XIN引脚、晶振和电容器 CEXT1的走线的电容值 

CEXT1 = 连接到 XOUT引脚的外部电容 

CEXT2 = 连接到 XIN 引脚的外部电容 

CPARASITIC = 由安装在电路板上的晶振产生的寄生电容  

CL = 必须施加到电路上晶振引脚，使晶振能够在其额定频率下震荡的总电容性负载  

对晶振电路负载电容进行的任何修改都会影响震荡频率。操作频率与额定频率之间的漂移特性如下所述。 

 如果所指定的晶振负载电容大于 PCB 上跨越晶振焊盘的晶振电路的总负载电容（CL），则振荡器的操作频率会超

过所指定的额定频率。  

 相反，如果所指定的晶振容性负载低于 CL，则振荡器的操作频率将低于额定频率。 

 如果所指定的晶振容性负载等于 CL的总负载电容，则晶振将以额定的频率产生震荡。 
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5 nvSRAM RTC 电路设计 

nvSRAM RTC 需要将 32.768 kHz 外部晶振、C1 和 C2 负载电容连接起来，以便构建 RTC 电路（如图 6 所示）。  

图 6. nvSRAM RTC 设计 
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C1 和 C2 负载电容包含 PCB 板上各组件的寄生电容在内，包括由晶体焊盘/引脚的地层、XIN/XOUT焊盘以及与晶体和器

件引脚相连接的铜线导致的电容。图 7 中描述了 PCB 寄生组件。 

图 5 通过下面的公式，可以计算需要添加到电路板上的额外有效电容。 这些外部负载电容被定义为图 5 中的 CEXT1 和

CEXT2。 

公式 9 CEXT1 = C1 – CPARASITIC1 

公式 10 CEXT2 = C2 – CPARASITIC2 

其中： 

CPARASITIC1 = 由晶体焊盘/引脚的地层、将晶振焊盘和器件焊盘 XOUT 相连接的走线，以及 XOUT 的地层导致的寄生电容。 

CPARASITIC2 = 由晶体焊盘/引脚的地层、将晶振焊盘和器件焊盘 XIN相连接的走线，以及 XIN的地层导致的寄生电容。 

图 7. PCB 寄生组件 
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表 1 提供了 nvSRAM RTC 设计中推荐使用的组件值。 
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表 1. nvSRAM RTC 电路组件 

CY 器件型号 
C1（外部）

（典型值） 

C2（外部）

（典型值） 

晶振频率，CL

（典型值） 

生产状态 

CY14B101P 

CY14B512P 

CY14B256P 

10 pF 

±5% 

68 pF 

±5% 

32.768 kHz， 

12.5 pF 
不建议用于新设计 

CY14B101KA/MA 
10 pF 

±5% 

68 pF 

±5% 

32.768 kHz， 

12.5 pF 
生产中 

CY14B064I/PA 

CY14B256I/PA 

CY14B512I/PA 

CY14B101I/PA 

CY14B104K/M 

CY14B108K/M 

CY14B116K/M 

12 pF 

±5% 

68 pF 

±5% 

32.768 kHz， 

12.5 pF 
生产中 

 

表 2 提供了 nvSRAM RTC 的典型 RTC 晶振规范。  

表 2. 晶振规格 

参数 符号 典型值 单位 

频率 f 32.768 kHz 

等效串联电阻（ESR） RS 50 kΩ 

频率稳定性 K -0.035 PPM/(Δ °C)² 

驱动电平 
 

1 µW 

老化（第一年，在 25 °C

温度条件下）  
±3 PPM 

负载电容 CL 12.5 pF 

Q 因素 Q 60000 
 

工作温度范围 -40 °C 到+85 °C 
 

5.1 RTC 备用电源选项  

在 VCC电源不可用时，nvSRAM RTC 支持将电容器和电池作为 RTC 备用电源。nvSRAM RTC 设计推荐使用电池或电

容器选项作为 RTC 的备用电源。但您不能在一个应用中同时安装它们。 

选择电池或电容器完全取决于应用的要求。一般如果系统预期断电时间小于 30 天，那么电容器比电池更适合使用，因

为它的占地面积更小和高结温条件下的可靠性更强。但是，如果系统预期连续断电时间超过 30 天，则优先选择电池，

因为容值大于 1 F 和额定电压高于 3.6 V 的超级电容器不适应于小尺寸的封装选项。如果用户应用允许更大的电容器封

装，通过使用容值大于 1 F 的电容器，可以获得超过 30 天的 RTC 备用时间。电容器和电池选项的 nvSRAM RTC 备用

时间计算分别如示例 1 和示例 2 所示。这两个示例适用于应用中使用的电容器或电池的所有额定值。 

将电池作为 RTC 备用电源使用时，VRTCbat 引脚将直接连接到扣式锂电池。同样，如果将电容器作为 RTC 的备用电源

使用，则 VRTCcap 引脚被直接连接到超级电容。nvSRAM RTC 带有内部自动开关；当主电源可用时，该开关自动断开

备用电源，并切换到主 VCC。当电源关闭时，它将切换到备用电源。要找到使用不同电容值或电池额定电压值所得到的

备用时间，请使用下面提供的公式。 

http://www.cypress.com/
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5.2 RTC 备用时间的计算 

本部分介绍了用于计算 RTC 的电池和电容器备用时间的公式。为了使用备用电源（电容器或电池）运行振荡器，

nvSRAM 会消耗恒定电流（IBAK）。该恒定电流在某时间段中逐渐放电给电容器或者电池。 

5.2.1  电容器的放电时间  

公式 11 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
𝐶𝛥𝑉

𝐼
 

其中： 

时间 = 总放电时间（单位为秒） 

C = VRTCcap引脚上的超级电容值（单位为法拉） 

ΔV = VCC – VRTCcap （最小值） 

I = 超级放电电流（单位为安培） 

超级放电电流（I）包括 nvSRAM RTC 备用电流（IBAK）和超级电容自漏电流（iL），如公式 12 所示。 

公式 12 I = IBAK + iL 

5.2.2  示例  1 

如果应用在 VRTCcap引脚上使用了大小为 1 F 的电容器，其典型的供电电压为 3 V（VCC），并在室温下消耗典型大小为

350 nA 的 IBAK，则电容器可以给 RTC 供 49.6 天的电，而不需要重新充电。为了说明备用时间计算，下面的示例将超

级电容放电电流（I）作为 nvSRAM RTC 备用电流 IBAK。 

计算 

在 VRTCcap引脚上用以运行 RTC 的最小电容器电压为 1.5 V。  

所以，Δ V 等于 1.5 V（即 3 V-1.5 V）。 

公式 13 𝑇𝑖𝑚𝑒(ℎ𝑟) =
1.0 𝑥 1.5 

350 𝑥(10)−9𝑥 60 𝑥 60
 = 1190 个小时或 49.6 天 

5.2.3  电池的放电时间  

电池制造商所提供的电池规范是以每小时毫安（mAh）为单位。 使用电池的 RTC 备用时间计算比使用电容器的 RTC

备用时间计算更简单。  

公式 14 𝑇𝑖𝑚𝑒 (ℎ𝑟𝑠) =
𝑚𝐴ℎ𝑜𝑓𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦

𝐼 (𝑚𝐴)
 

其中： 

I (mA) = IBAK （mAh） 

5.2.4  示例 2 

如果应用程序使用了 48 mAh 大小的 BR1225 纽扣电池，则该电池可给 nvSRAM RTC 供大概 15.6 年的电而不用更换

电池。nvSRAM RTC 电路在室温条件下会消耗大小为 350 nA 的电流 IBAK 。 

计算 

公式 15 𝑇𝑖𝑚𝑒(ℎ𝑟) =
48  𝑥(10)−3

350 𝑥(10)−9𝑥 24 𝑥 365
 = 137142 个小时或 15.6 年。 

 

nvSRAM RTC 指定电池引脚（VRTCbat）的最小电压为 1.8 V。换句话说，电池输出电压必须大于 1.8 V，以便在系统寿

命周期中持续提供 RTC 震荡。 

5.2.5  VR T C c a p 上电容器的充电时间  

备用电容器的充电也是 RTC 电路设计中的关键参数。  

如果 VRTCcap > 0.5 V 或无电容器连接至 VRTCcap引脚，则振荡器的启动时间（tOCS）为 1 到 2 秒，如数据手册中所定义。 

http://www.cypress.com/
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如果将 VRTCcap上的电容器放电，使其电压低于 0.5 V（VRTCcap < 0.5 V），那么采用 VCC后，nvSRAM RTC 不会立即

启动振荡器，而会保持等待状态，直到 VRTCcap上的 RTC 电容器被充电到 0.5 V 为止。VRTCcap上的电压达到 0.5 V 时，

经过 tOCS时间后，nvSRAM 开始震荡。  

nvSRAM 给 RTC 电容器充电以便达到 0.5 V 时所需的时长取决于 RTC 电容器的残留电压和 nvSRAM 的充电路径电阻

（RBKCHG）（通常为 650 Ω）。  

给定 RC 网络中电容器充电计算公式如下： 

公式 16 𝑉𝑐(𝑡) =  𝑉𝑐𝑐(1 −  𝑒−𝑡/𝑅𝐶) 

其中： 

Vc(t) = 在 t 时间的电容器电压 

VCC = 供电电压，单位为伏特  

R = 充电路径电阻（RBKCHG），单位为 

C = VRTCcap引脚上的超级电容值，单位为法拉 

5.2.6  示例 3 

连接到 VRTCcap引脚上数值为 1.0 F 的完全放电电容器。当 nvSRAM VCC采用 3.0 V 电压时，它开始给 VRTCcap上的电容

器充电，直到其电压值达到最小的电压电平 0.5 V 为止，然后经过 tOCS 时间将开始震荡。  

nvSRAM 电容器从 0 V 到 0.5 V 的充电时间通常为 118 秒。 

计算 

公式 17 0.5 =  3.0 (1 −  𝑒−𝑡/(650∗1)) 

t（秒） = 118 秒（大约 2 分钟） 

您可使用该公式计算连接到 nvSRAM 的 VRTCcap引脚的 RTC 电容器的实际充电时间。  

有关 VRTCcap/VRTCbat （最小/最大值）、IBAK （最小/最大值）和 RBKCHG （最小/最大值），请查阅器件的数据手册。 

注释: 如果电池在应用于 VCC前先应用于 VRTCbat引脚，则芯片将吸收高达 IBAK的电流。尽管禁用了振荡器，仍会发生这种

情况。为最大程度地延长电池寿命，将电池应用于 VRTCbat引脚前，必须先将其应用于 VCC。 

http://www.cypress.com/
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6 PCB 设计注意事项 

RTC 晶体振荡器是一个低电流电路，晶体引脚上的阻抗节点处于高电平状态。由于 RTC 的计时电流较低，晶振连接对

电路板上的噪声非常敏感。因此，必须将 RTC 电路与电路板上的其他信号隔离开。 

此外，最小化 PCB 板上的寄生电容也非常重要。 寄生电容被添加到晶体的总负载电容内，这样会使振荡器频率出现误

差。 想获取 RTC 的最佳性能，要求执行适当的旁路并认真进行设计布局。 

6.1 信号路由 

布线 nvSRAM RTC 电路时，电路板布局必须符合（但不限于）下述各指南。按照这些指导，您能够得到 nvSRAM 

RTC 设计的最佳性能。 

 进行放置时，尽可能将晶体放置在接近 XIN和 XOUT引脚的位置。使晶体和 RTC 之间的走线长度相等，并尽量缩短

该长度，以便通过缩短天线来降低噪声耦合的可能性。  

 XIN和 XOUT走线宽度必须小于 8 密耳。走线宽度越大，走线电容也会越大。这些连接焊盘和走线的宽度越大，噪声

从相邻信号耦合的可能性也越大。 

 通过在晶振电路周围提供一个保护环来屏蔽 XIN和 XOUT信号。这个保护环可阻止来自相邻信号的噪声耦合。 

 在 RTC 走线附近布置其他高速度信号时，需要特别注意。晶体与电路板上其他信号的相隔距离越远，噪声耦合到

晶体的可能性越小。在电路板上，保持 XIN、XOUT走线以及其他任何高速度信号之间的距离最小为 200 mil。 

 在 PCB 的同一层上，请勿在晶体组件下面布置任何信号。 

 在邻近 PCB 层上创造一个独立、实心的铜质层，该层位于晶体电路下面，其目的是阻止布置在 PCB 其他信号层上

的走线的意外噪声耦合。在同一个 PCB 层上，本地层与其相邻层之间的距离至少为 40 密耳。实心层只应该位于

RTC 组件附近的范围内，其外围要等于保护环的外围。  

图 8 显示了 nvSRAM RTC 电路的推荐布局。 

图 8. nvSRAM RTC 的推荐布局 
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6.2 RTC 时钟校准 

通过一个石英控制振荡器以 32.768 kHz 的额定频率驱动 RTC。时钟精度取决于晶振的品质，通常在 25 °C 条件下限制

为±20 ppm。 相当于每月 1.53 分钟的误差。nvSRAM RTC 采用的数字校准电路在 25 °C 条件下可将精度提高到+1/–2 

ppm。该校准电路增加或减去了振荡器分频电路中的计数。脉冲被抑制（减少，负校准）或拆分（增加，正校准）的次

数取决于加载到在校准控制寄存器中的五个校准位的值。增加计数可使时钟加速，减少计数可使时钟减速。校准位占用

控制寄存器中的五个低位。这些位被设置以表示二进制形式中的 0 到 31 范围内的任何值。 D5 位是符号位，其中‘1’

表示正校准，‘0’表示负校准。校准在 64 分钟的周期内发生。 

对于周期内的前 62 分钟（每分钟一次），可能有一秒被缩短为 128 个振荡器周期或被延长为 256 个振荡器周期。如果

将二进制“1”值加载到寄存器内，只能在 64 分钟周期的前两分钟进行修改；如果加载了二进制“6”值，则只能在前

12 分钟内进行修改，如此类推。因此，每个校准步骤可以对每 125,829,120 个实际振荡器周期执行增加 512 个或减少

256 个振荡器周期，即校准寄存器中的每个校准步骤有+4.068 或–2.034 ppm 的调整。  

为了确定校准值，请将标记寄存器中的 CAL 位设置成 1。这便导致 INT 引脚以 512 Hz 的额定频率进行切换。任何偏离

512 Hz 的偏差表示所需纠正的大小和方向。例如，512.01024 Hz 表示误差为+20 ppm，需要将-10（001010）加载到

校准寄存器内。请注意，设置或改变校准寄存器不会影响测试输出频率。关于 nvSRAM RTC 时钟校准技术的更多信息，

请参见 AN53313。 

6.3 nvSRAM RTC 的故障排除指南 

赛普拉斯的 nvSRAM RTC 故障排除指南 KBA94279 会指出 nvSRAM RTC 在系统中的常见问题，并提供了相应的解决

方案。 

http://www.cypress.com/
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7 总结 

为了得到 RTC 电路所需的精度，您必须考虑到各种直接影响 RTC 性能的因素。这些因素为晶振和组件选择、布局设

计规则以及工作条件。本应用笔记突出显示了得到所需 nvSRAM RTC 性能时需要遵循的关键设计规则。 

8 相关文档 
应用手册 

 AN53313 — 赛普拉斯 nvSRAM 中的实时时钟校准 

数据手册 

 CY14B101P: 带有实时时钟的 1 Mbit（128 K × 8）串行 SPI nvSRAM 

 CY14B512P: 带有实时时钟的 512 Kbit（64 K × 8）串行（SPI）nvSRAM 

 CY14B256P: 带有实时时钟的 256 Kbit（32 K x 8）串行（SPI）nvSRAM 

 CY14B104K、CY14B104M: 带有实时时钟的 4 Mbit（512 K × 8/256 K × 16）nvSRAM 

 CY14C064I、CY14B064I、CY14E064I: 带有实时时钟的 64 Kbit（8 K × 8）串行（I2C）nvSRAM 

 CY14C064PA、CY14B064PA、CY14E064PA: 带有实时时钟的 64 Kbit（8 K × 8）SPI nvSRAM 

 CY14C256I、CY14B256I、CY14E256I: 带有实时时钟的 256 Kbit（32 K × 8）串行（I2C）nvSRAM 

 CY14C256PA、CY14B256PA、CY14E256PA: 带有实时时钟的 256 Kbit（32 K × 8）SPI nvSRAM 

 CY14C512I、CY14B512I、CY14E512I: 带有实时时钟的 512 Kbit（64 K × 8）串行（I2C）nvSRAM 

 CY14C101I、CY14B101I、CY14E101I: 带有实时时钟的 1 Mbit（128 K × 8）串行（I2C）nvSRAM 

 CY14C101PA、CY14B101PA、CY14E101PA: 带有实时时钟的 1 Mbit（128 K × 8）串行（SPI）nvSRAM 

 CY14B104K、CY14B104M: 带有实时时钟的 4 Mbit（512 K × 8/256 K × 16）nvSRAM 

 CY14B108K、CY14B108M: 带有实时时钟的 8 Mbit（1024 K × 8/512 K × 16）nvSRAM 

 CY14B116K、CY14B116M: 带有实时时钟的 16 Mbit （2048 K × 8/1024 K × 16）nvSRAM  

知识库文章  

 KBA94279 — nvSRAM 和 FRAM 的故障排除指南 

关于作者 
名称： Shivendra Singh 

职务： 首席应用工程师 
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